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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur chemischen

Anschlagvernicklung von Kupferstrukturen auf Dielektrika.

Das erfindungsgemafie Verfahren erméglicht die gezielte l
auBenstromlose Vernicklung von Kupferstrukturen auf

Dielektrika bei einer fiir den praktischen Betrieb der

Vernicklungsldsung sehr guten Stabilitat. Das Verfahren ist (333— O (:5
insbesondere firr die Mikroelektronik gesigret. .
ErfindungsgemaR werden die zu vernickelnden Strukturen '

nach einem Vortauchen in einer 5- bis 20%igen

Hydroxyethanphosphonsdurelosung direkt in ein an sich 0 =0

bekanntes chemisch-reduktiv arbeitendes Nickelbad

Uberfiihrt, dem als Komplexbildner und Stabilisator eine / \
Hydroxyethanphosphonsaure und/oder deren Derivate der
allgemeinen Formel zugesetzt werden, wobei bei X = H die
freie Saure vorliegt, fiir X = K, Na das entsprechende
Alkalisalz oder X ein NH, oder ein substituiertes Amin, wie
TEA ist. Formel

X0
X0
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur chemischen Anschlagvernicklung von Kupfer-
strukturen auf Dielektrika, dadurch gekennzeichnet, daf
die zu vernickelnden Strukturen nach einem Vortauchen in
einer 5 bis 20 %igen Hydroxyethanphosphonsdurelésung direkt
in ein an sich bekanntes chemisch-reduktiv arbeitendes
Nickelbad Uberfihrt werden, dem als Komplexbildner und
Stabilisator eine Hydroxyethanphosphonséure und/oder deren
Derivate der allgemeinen Formel

X0 OH X
/
M 1N
X0 o CH, o OX

zugesetzt werden.

2. Verfahrén nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die An-
schlagvernicklung im pH-Bereich von 2,8 bis 4,5 {elektrometr.)
erfolgt,
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Titel der Erfindung

Verfahren zur chemischen Anschlagvernicklung von Kupfer-
strukturen auf Dielektrika

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Yerfahren zur auBenstromlosen Vor-
vernicklung von Hybridstrukturen und strukturierten Leiter-
platten mit Kupferauflage. Die Vernicklung erfolgt im direkten
Kontakt mit der L&ésung ohne Anlegen sines &uBeren Fremd-
potentials und betrifft besonders Strukturen, die auf Grund
der Vielzahl und Geometrie der einzelnzn Strukturelemente
galvanisch nicht kontaktierbar sind,

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

In der US-PS 4 717 591 wird ein Verfahren zur chemisch-re-
duktiven Métalllsierung von Kupferleiterzligen auf einem Di-
elektrikum beschrieben, Die chemisch-reduktive Abscheidung
erfolgt nach dem Vortaucnen in einer sauren Palladium(II)-
chloridlésung. Nachteilig ist, daB eine Bekeimung des Di-
elektrikums und somit eine unerwiinschte Metallisierung unver=-
meidlich ist,

Die DD-PS 207 934 beschreibt ein Verfahren zur auBenstrom-
losen Anschlagvernicklung von Kupferstrukturen suf Dielek=-
trika, bei welchem die filr das Anspringen der Reaktion er-
forderliche Potentialabsenkung durch ein Vortauchen in kon-
zentrierter Salzsadure erreicht wird, Diesem Verfahren haftet
der Nachteil an, daPB die angegebenen chemisch-~reduktiv ar-
beitenden Vernicklungsldsungen im durchgéngigen Betrieb eine
unzureichende Stabilitat besitzen,
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Weiterhin ist bekannt, daB unter Verwendung von Zinn(II)-
chloriddihydrat sowie Kolloidalem Palladium eine direkte
Vernicklung von Kupfer erreicht werden kann,

Dem Stand der Technik haftet der Nachteil an, daB eine ge-
zielte chemisch reduktive Vernicklung von Strukturen aus
Kupfer auf Dielektrika ohne eine Abscheidung auf dem Di-
elektrikum bei einer fir den praktischen Betrieb ausreichen-
den Stabilitdt nicht gegeben ist,

Ziel der Erfindung

Das Ziel der Erfindung besteht darin, strukturierte Leiter-
ziige auf einem dielektrischem Trigermaterial auBenstromlos
mit einer Ni Py oder Ni By Schicht zu versehen, ohne daB in
der Umgebung der Kupferstrukturen eine funkticnell uner-
winschte Metallabscheidung suftritt, Die fir die Anschlag-
vernicklung verwendeten Ldsungen miissen eine fiir den prak-
tischen Betrieb ausreichende Stabilitat besitzen und ana-
lytisch leicht kontrollierbar sein.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zu
entwickeln, welches uie gezielte auBenstromlose Vernicklung
von Kupferstrukturen auf Dielektrika bei einer fiir den prak-
tischen Betrieb der Vernicklungslésung sehr guten Stabilitét
erlaubt,

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelést, daB die
zu vernickelnden Strukturen nach einem Vortauchen in einer

5 bis 20 {%igen Hydroxyethanphosphonsédurelésung direkt in ein
an sich bekanntes chemisch-reduktiv arbeitendes Nickelbad
uberflihrt werden, dem als Komplexbildner und Stabilisator
eine Hydroxyethanphosphonséure und/oder deren Derivate der
allgemeinen Formel

’
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X0 OH (004

N
AT TN,

zugesetzt werden.
ZweckméBigerweise erfoi,t die Anschlagvernicklung im pH-Be-
reich von 2,8 bis 4,5 (elektrometr.). '

Ausflihrungsbeispiel

Die Erfindung soll nachfolgend an vier Beispielen 2rléutert
werden:

Beispiel 1

Nickelchloridhexahydrat 60 - 100 g/1
tri-Natriumcitrat 15 - 35 g/1
Di-Na-Salz der Hydroxyethan-

phosphonsdure 63 %ig 90 - 180 ml/1l
Dimethylaminoboran - 5g¢g/1,
pH-Wert (elektrometr.) 55 ~6,5

Die Arbeitstemperatur betrdgt 80 bis 95° ¢ , die zu ver=-
nickelnden Strukturen werden in einer 5 bis 20 %igen Hy-
droxyethanphosphonsiure bei 20 bis 30% C 10 bis 30 Sekunden
vorgetaucht und direkt in die Vernicklungslésung iberfihrt,
Die Reaktion springt innerhalb 20 Sekunden an.

Beispiel 2
Nickelchloridhexahvdrat 80 - 120 g/1
Natriumhypophosphit 40 - 80 g/1

Di-Na-Salz der Hydroxyethan-
phosphonsiure 60 - 160 ml/1

‘
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Ammoniumchlorid 160 - 200 g/1
Diammoniumhydrogencitrat 40 - 80 g/l
pH-Wert (elektrometr.) 3,0 - 4,5

Die Arbeitstemperatur betrédgt 100 bis 103° C, die zu ver-
nickelnden Strukturen werden in einer 5 bis 15 %igen Di-
methylaminomethanbisphosphonsédure bei 20 bis 50° C 5 bis
20 Sekunden vorgetaucht und direkt in die Vernicklungs-
l6sung tUberfihrt. Die Reaktion springt bei ST (Siedetempe-
ratur) innerhalb 5 Sekunden an, ‘

Beispiel 3

Nickelchloridhexahydrat 30 - 140 g/1
Dimethylaminomethanbisphosphonsdure 10 - 50 g/1
Ammoniumchlorid 100 - 180 g/1
Diammoniumhydrogencitrat 15 - 60 g/l
Natriumhypophosphit 30 - 90 g/1
pH-Wert (elektrometr.) 2,8 - 4,5

Die Arbeitstemperatur betrédgt 95 bis 103° Cc, die zu ver-
nickelnden Hybridstrukturen werden in einer 4 bis 10 %igen
2-Chlorethanphosphonsdureldsung bei 25 bis 40° ¢ 10 - 40
Sekunden vorgetaucht und direkt in die Vernicklungslésung
tiberfihrt, Die Reaktion setzt bei 100° C innerhalb 10 Se-
kunden ein,

Beispiel 4

Nickelchloridhexahydrat 40 - 80 g/l
tri-Natriumcitrat 10 - 25 g/l
Ammoniumchlorid 60 - 100 g/1
Natriumhypophosphit 40 -.- 80 g/1

Triethanolammoniumsalz der
Hydroxyethanphosphonséure

50 %ige Losung 20 - 50 gl/1
pH-Wert (elektrometr.) 2,6 - 4,5
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Die Arbeitstemperatur betrédgt 95 bis 102° ¢, die zu ver-
nickelnden Hybridstrukturen werden in einer 2 bis 5 %igen
Hydroxyethanphosphonsdurelésung 10 bis 25 Sekunden vorge-
taucht und direkt in die Vernicklungslésung lberfihrt, Die
Reaktion springt bei 102° C innerhalb von 15 Sekunden an.

Das eingesetzte Nickelchloridhexahydrat kann anteilig oder
vollsténdig durch Cobalt(II)chloridhexahydrat substituiert
werden.,
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